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１．概要（Summary） 

 下記の構造の静電駆動素子作製のために、SOI 基板

の埋め込み酸化膜層（BOX 層）をエッチングする必要が

ある。 

 

 基板：SOI(活性層 50,100 um／BOX層 2,5 um／

ベース層 300 um) 

 駆動マスサイズ：2 mm_sq程度 

 エッチングホール径：10 um 

 面内方向のエッチング量(アンダーカット)：最大 10 

um（片側） 

 

しかしながら、最小パターンが L/S=5/5 umのため、デ

ィップによるウェットエッチングではスティッキングや表面

張力による構造破壊が懸念される。 

そこで、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点保有の酸

化膜犠牲層ドライエッチング装置を用いたVapor HFエッ

チングによる BOX層の犠牲層エッチングを検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム(B12) 

【実験方法】 

静電駆動素子内のばねの最大幅が 30 umであるため、

高エッチングレートであることが望ましい。そこで、レート

=50 nm/min の高速エッチングを狙ったレシピ(HF：375 

sccm／EtOH：265 sccm)にてBOX層の犠牲層エッチン

グを 5.5時間(10%Over Et.)で実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

IR 顕微鏡観察にて出来栄え評価を実施した。結果、

Fig. 1に示すように、5.5時間で 17.3 umのアンダーカッ

トとなっていることから、おおよそ想定通りのエッチングレ

ートで加工されていることを確認した。 

さらに、静電駆動素子の共振周波数をインピーダンスア

ナライザーにて測定した結果、設計通りの周波数が得られ

たことから、素子全面でエッチング不良無く加工できてい

ると考えられる。 

以上の結果から、今後、同条件を標準条件としてサン

プル試作に適用することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Fig. 1 Observation with IR microscope after 

fabrication.  


